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(54) Title: PARAMETRISATION OF THE ROUNDING OF A WAFER MADE OF SEMICONDUCTOR MATERIAL
(54) Bezeichnung: PARAMETRISIERUNG DER RUNDUNG EINER SCHEIBE AUS HALBLEITERMATERIAL

(57) Abstract: The invention relates to a method for determining the

Fig. 3a

rounding of a wafer made of semiconductor material, comprising the
following steps in this order: (i) measuring the height profile of a wafer
made of semiconductor material in the radial direction in its boundary
region and in a region adjacent to the boundary region in the radially
inward direction, wherein the boundary region is defined as an annular
region at the outer boundary of the wafer in which the thickness of the
wafer continuously reduces in the radially outward direction; (ii) spec-
ifying a radial portion which comprises a part of the boundary region
and at least a part of the region of the wafer made of semiconductor
material adjacent to the boundary region in the radially inward direc-
tion; (iii) determining an angle (¢) and optionally an angle (6) for de-
termined measuring points (P1) of the height profile in the radial por-
tion, wherein the angle (o) is formed from the respective determined
measuring point (P1) as the vertex, and two further measuring points
P2 and P3 of the height profile which are arranged at a determined
radial distance (a) from the vertex in the radially inward direction and
in the radially outward direction, and wherein the angle (0) is obtained
from the difference 180°-¢; and (iv) identifying the smallest angle (¢)
or optionally the largest angle (0) in the radial portion as a characteristi

¢ number for the rounding.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Bestimmung der Rundung ei-
ner Scheibe aus Halbleitermaterial, umfassend die folgenden Schrit-
te in dieser Reihenfolge: (i) Messen des Hohenprofils einer Scheibe
aus Halbleitermaterial in radialer Richtung in deren Randbereich und
in einem in Radialinwértsrichtung an den Randbereich angrenzenden
Bereich, wobei der Randbereich definiert ist, als ringformiger Bereich
am duberen Rand der
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Scheibe, in dem sich die Dicke der Scheibe in Radialauswartsrichtung kontinuierlich verringert; (ii) Festlegen eines radialen
Abschnittes, der einen Teil des Randbereiches und zumindest einen Teil des in Radialinwértsrichtung an den Randbereich angrenzenden
Bereiches der Scheibe aus Halbleitermaterial umfasst; (iii) Bestimmung eines Winkels (¢) und optional eines Winkels (6) fiir bestimmte
Messpunkte (P1) des Hohenprofils im radialen Abschnitt, wobei der Winkel (¢) aus dem jeweiligen bestimmten Messpunkt (P1) als
Scheitelpunkt, und zwei weiteren Messpunkten P2 und P3 des Hohenprofils gebildet wird, die in einem bestimmten radialen Abstand
(a) vom Scheitelpunkt in Radialinwartsrichtung und in Radialauswértsrichtung angeordnet sind, und wobei der Winkel (0) aus der
Differenz 180°-¢ erhalten wird; und (iv) Identifizieren des kleinsten Winkels (¢p) oder optional des gréfiten Winkles (6) im radialen
Abschnitt als Kennzahl fiir die Rundung.



